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将来の中性子利用に向けて、パルス中性子イメージング検出法や中性子共鳴吸収分光法など、多く

の検出法が実用化に向けて開発が進められている。これらの方法では飛行時間法（TOF）を適用する

位置検知形中性子検出器の開発が進められており、シンチレータの応答速度の高速化が課題の一つに

なっている。ハロゲン化物結晶シンチレータの中には高発光量、高速蛍光寿命を示すものがあるが、

多くのハロゲン化物結晶は潮解性を有する。そこで、数ナノ秒以下の蛍光寿命を有するものがあり、

潮解性がなく、中性子との反応断面積が大きい水素を多く含む有機シンチレータ結晶に着目した。し

かし、典型的な有機中性子シンチレータである trans-stilbene は融点が 120℃程度であり、ビーム照射等

による温度上昇による性能劣化が危惧される。現在、融点の高く、温度上昇による性能劣化が少ない

有機シンチレータが求められている。そこで、200℃を超える融点を有する p-terphenyl の研究開発に取

り組み、2 インチ径のクラックフリーのバルク結晶の育成に成功した。本研究では、育成した p-terphenyl

結晶をアレイ化し、実際に中性子照射による撮像実験を試みた。 

p-terphenyl 結晶の育成手法としては、抵抗加熱による

Self-Seeding-Vertical Bridgeman (SSVB)法を用いた。こちらから、

6x6x7 mm3 のサイズの結晶を切り出し、各結晶をエッチングし

た後に 8x8 個のアレイを作成した（図 1）。このアレイをマル

チアノード光電子増倍管（MAPMT）にマウントした。まず、

こちらを用いて中性子照射イメージングの撮像を試みた。

MAPMTの対面 85㎜の位置に 252Cf線源を置き、間に厚さ 50mm

の鉛ブロック、5 ㎜の銅板を設置した。252Cf 線源からの中性子

照射時の二次元再構成イメージングを図２に示す。詳細な結果

については、本公演にて報告する。 

本研究の一部は、JSPS 科研費 JP18K14135 及び科学技術振興

機構の A-STEP 産業ニーズ対応タイプ「コンパクト中性子源と
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図 1 p-terphenyl 結晶アレイ。 

 
図 2 252Cf 線源からの中性子照射

イメージング。 
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